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発明の名称：半導体装置及びその製造方法

半導体装置のエネルギー変換効率の向上
は、二次元電子ガスを高濃度化することに
より達成できるが、現在のＡｌＧａＮ/ＧａＮ構
造のヘテロ接合では、二次元電子ガスの
現状以上の高濃度化は期待できない。

高濃度の二次元電子ガスを誘起するヘテ
ロ接合を形成するため、表面の平坦性の
高いＮ極性ＡｌＮ層を備えた半導体装置を

提供することを目的とする。

研究概要・アピールポイント

◆下地基板上にＮ極性ＡｌＮをエピタキシャル成長させてＮ極性ＡｌＮ層を形成するステップ
 を含む半導体装置の製造方法である。

◆本発明を用いれば、N面AINの表面平坦性をRMS値で0.5nm以下まで改善できる。
 ポイ ントは、サファイアのオフ角2~4度を用い、水素エッチング条件で10秒の水素エッ
チングを周期的に 繰り替えることである。
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◆主面のｃ面に対するオフ角度が0.5°
 以上5.0°以下である下地基板(サフ
ァイア基板11)とその上にＮ極性ＡｌＮ
をエピタキシャル成長させていること
により、表面の平坦性の高いＮ極性
 ＡｌＮ層12を得ることができる半導体
装置である。

◆Ｎ極性ＡｌＮ層の表面粗さ（ＲＭＳ）が 

0.85ｎｍ以下で、下地基板の主面の
ｃ面に対するオフ角度が1.5°よりも
大きい半導体装置である。

【高電子移動度トランジスタの断面図】
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